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 چکیده

روش  دراین مقاله  تحرک پذیری الکترونها و حفره ها در عبور از مواد نیمهه ههادی در وههولهای شوریهیری ارایهه یهره اوه        

 همچنهین بهه   ژوهش به برروی آن شهواهی  پرداشه      میبایرکه دراین پ znoکنروپاش از رویهای جایگذاری فیزیکی لایه نازک 

 برروی کاربردها و اصول  روش میکرووکوپ الکترون روبشی که رویهی پرکهاربرد و مفیهر جهه  انهالیز و یناوهایی مهواد اوه          

تفاده در میپردازی   اکسیر روی ماده ای او  به رنگ وفیر که بهور ان به صورت یش ضهعی او  که به عنوان لایه نازک  قابل او

الکترون روبشی موجب یر تا محققان بتواننر نمونه ها را به وهادیی و   وهول شورییری به کار بردی  درواقع ، واش  میکرووکوپ

 با وضوح بیشتر مطالعه کننر 

  

 الکترون و حفره، نیمه رواناها ،لایه نازکنانو اکسیرروی،   کلمات کلیدی:

 
Abstract 
 

In this paper, the mobility of electrons and holes in the passage of semiconductor materials in 

solar cells is a sputtering method of Zno thin film physical placement methods that we will 

examine in this paper. It also explores the uses and principles of scanning electron microscopy, a 

method that is widely used and useful for analyzing and identifying materials.                                

The oxide is on a white substance whose hexagonal crystal is used as a thin layer usable in a 

solar cell. In fact, the construction of a scanning electron microscope has made it possible for 

researchers to sample easily and clearly Study more. 
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